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Dalyko anotacija

Kruvininky pernaSos ultrasparciuose puslaidininkiniuose prietaisuose pagrindai. Karstyjy
elektrony efektai stiprivose elektriniuose laukuose: neigiamas diferencinis laidumas, smuginé
jonizacija, dreifinio greicio blyksnis. Karstieji optiniai elektronai: charakteringy trukmiy skalé
ir pagrindiniai efektai. Kontaktiniy reiskiniy ultraspar¢iuose prietaisuose ypatumai.

Fotonikos prietaisai. Ultraspartis puslaidininkiniai lazeriai. Lazeriniy diody dinamika.
Fotovarzos, pin ir grititiniai fotodiodai. Besisotinantys sugérikliai ultraspartiesiems lazeriams.
Ultraspartiis Sviesos moduliatoriai. Optiniai perjungikliai.

Kvantinius rei§kinius naudojantys prietaisai. Rezonansiniai tuneliniai diodai ir tranzistoriai.
Vienelektroniai tranzistoriai. Kvantiniy tasky ir kvantiniy duobiy lazeriniai diodai. Kvanty
kaskady lazeriai.

Terahercinio diapazono elektronika. Optoelektroniniai terahercinés spinduliuotés
generavimo ir detektavimo budai. Terahercinés spinduliuotés generavimas femtosekundiniu
lazeriu apSviestuose puslaidininkiy pavirSiuose. Pasyvieji terahercinés elektronikos sistemy
komponentai: filtrai, leSiai, moduliatoriai, sugeriancios bei neatspindincios struktiiros.
Impulsinés terahercinés spinduliuotés taikymas medZiagy tyrimuose.
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Dalyko atsiskaitymo budas

Doktorantai ruoSiasi individualiai, numatyta kiekvienam suteikti ne maziau 3 konsultacijy.
Paskutinés konsultacijos metu, dieng prie§ egzaming doktorantui praneSami pagrindiniai
egzamino klausimai. Iki egzamino doktorantas privalo padaryti praneS§ima seminare i§ anksto
su déstytojais aptarta tema.
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